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【提出用】

ナナノノププロローーブブでで探探るるナナノノメメーートトルルのの世世界界
～目に見えないものを「見る」～

走査型トンネル顕微鏡（STM）や原子間力顕微鏡（AFM）などの
走査プローブ顕微鏡（SPM）技術を駆使して

様々な材料系におけるナノメートル領域での物性を解明することを目指しています．

固体グリーンレーザ／
波長可変チタンサファイアレーザ

温度可変超高真空STM/AFM多機能SPMユニット：(a) 大気型，(b)(c) 温度可変高真空型

(a) (b) (c)

★太陽電池材料の多角的評価
・光照射KFMによる
光起電力特性、少数キャリアダイナミクスの解明

CIGS太陽電池における形状像と光熱信号像 MFM電流誘起磁場計測系によるカーボンナノチューブFETチャネルの評価
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★カーボンナノチューブFETの動作解析
・MFMを利用した微小電流計測・光熱モードAFMによる非発光再結合特性の解明

CIGS太陽電池における形状像と光起電力像，および，光起電力の時間変化

★新しいSPM手法の開発
・ AFM画像獲得の高速化
・性能向上のための新しい動作原理の提案

n-Si/n-Si接合界面付近の断面における二重バイアス変調EFM（DEFM）計測
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(a) 形状像 (b) マルチパルス変調法による光熱信号像
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(a) 形状像 (b) 光起電力像 (c) 光起電力の時間変化
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(a) 表面形状像

(b) DEFM信号像

(c) DEFM信号スペクトル

ナノプローブ計測による局所的材料物性の解明� Ee305
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